Elektronova litografie

 generovani hologrami prostfednictvim pocitace
 ukdzka hologramu vytvorenych technikou elektronové litografie
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Obecny princip litografie
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Princip funkce elektronového litografu




Z.arizeni BS600 v nasi laboratori EBL

Zakladni parametry BS60(0

Urychlovaci napéti: 15kV

Tvarovany svazek: 0.1 - 6um (po 100nm)
Proudova hustota ve svazku: 0.5-1A/cm?
Krok vychylovani svazku: 100nm

Max. velikost vychylovani: 3 x 3mm
Krok interferometrii: 40nm (A/16)

Krok korekei: 100nm

Mezni rozliSeni: 100nm

Strategie zapisu (expozice): vektorove

vychylovani pravouhle tvarovaného
svazku proménnych rozméru

Maximalni velikost substratu: 4 x 4inch




Z.arizeni BS601R

Odlisnosti BS601R oproti BS600

* krok vychylovani svazku 50nm

e krok interferometru 1.25nm
(M/512)

» krok korekci ptresnosti polohy
stolu a vychylovani svazku
50nm

e  mozné mezni rozliSeni 50nm
e velikost substrata az 5 x 5inch

» specielni off-line a on-line SW
pro fizeni expozice
velkoplosnych DOE
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~ Elektronova tryska



SEI 50kVv X140  100pm WD 12.7mm

Wolframovy hrot

SEl 50kV  X70000 100nm WD 9.9mm



Dalsi technologicka zarizeni

Elektronovy litograf je pouze zapisovaci zarizeni.
Cela litografie vyZaduje celou radu dalSich technologickych zarizeni

opticka lupa, odmérovaci opticky mikroskop
« profilometr

* mikroskop atomarnich sil

* plazmova komora

» odstredivka pro nanaSeni vrstev polymeru

» elektronové mikroskopy, ...



ticky mikroskop
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Mikroskop atomarnich sil
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Vyhodnoceni snimku z AFM




azka transparentni binarni struktury CGH




Ukazky difraktogramu reflexnich binarnich CGH



Ukazka osmi-urovinovych reflexnich struktur CGH

Foto Leitz - 500x

foto difraktogramu

rekonstrukce navrhu foto difraktogramu

Nejlepsi dosaZené vysledky.

Pomér signalii v 1. difrakénim fadu : 18.5
Velikost signalu v nultém radu : 4% primarniho svazku
Vypoctena difrakéni a€innost v +1. radu: 76%0







1um WD 115mm
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